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Wide-bandgap Leistungshalbleiter gelten als die nachste Generation von
Leistungshalbleitern fir Automobil- und Rechenzentrumsanwendungen,
mit dem Ziel, die Effizienz und Leistungsdichte zu steigern. SiC MOSFETs
sind flir Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeitsschaltanwendungen
von besonderer Bedeutung, da sie die Einschrankungen herkdmmlicher
Leistungshalbleiter auf Siliziumbasis Gberwinden. Die hoheren
Schaltgeschwindigkeiten fiihren jedoch zu unerwiinschten Effekten wie
Uberschwingungen und Schwingungen, die verhindern, dass aktuelle
Anwendungen das volle Potenzial von SiC MOSFETs ausschépfen
kénnen.

In dieser Studie wird ein aktiver Gate-Treiber fiir SiC-MOSFETs
vorgeschlagen und experimentell charakterisiert. Das vorgeschlagene
System verwendet ein selbststeuerndes Netzwerk, um eine
Veranderung des Gate-Widerstands wahrend des Schaltvorgangs zu
bewirken. Es ist dabei unabhangig von externen Steuersignalen oder
Ruckkopplungsschleifen. Auf diese Weise lasst sich die
Schaltgeschwindigkeit des SiC-MOSFETs steuern. Es wurde ein
modularer, experimenteller Messaufbau entwickelt, der eine
effizientere Untersuchung verschiedener Gate-Treiber Schaltungen
ermoglicht. Mithilfe dieses Aufbaus wurden der vorgeschlagene
selbstgesteuerte aktive Gate-Treiber sowie dessen Auswirkungen auf
den Schaltvorgang eines handelsiiblichen SiC-MOSFET untersucht.

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass der vorgeschlagene Gate-
Treiber schnellere Schaltvorgange ermdglicht, ohne dass es zu groReren
Uberschwingungen kommt. Im Vergleich zu Messungen mit einem
herkémmlichen Gate-Treiber flihrt dies zu geringeren
Gesamtschaltverlusten. Zusatzlich wurde der Einfluss der
Umgebungstemperatur sowie der Parameter des aktiven Gate-Treibers
auf die Funtionsweise des vorgeschlagenen Gate-Treibers untersucht.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde eine vollstandig auf der
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Leiterplatte integrierte Modifikation des aktiven Gate-Treibers sowie ein
System mit feinerer Steuerung des Schaltvorgangs entwickelt und
untersucht.

Der entwickelte selbststeuernde aktive Gate-Treiber ist ein innovativer

und praktischer Ansatz fir einen aktiven Gate-Treiber fir SiC MOSFETSs,
der mit den meisten handelsiblichen Gate-Treiber ICs und SiC MOSFETs
kompatibel ist.
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